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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Оптимізація параметрів процесу вирощування кристалів АIВVII із розплаву безперервним методом

2. Parameters optimization for process of АIВVII crystal growth from melt by continuous method

Реферат:
1. В роботі здійснено комплексне дослідження процесів росту довгомірних (до 600 мм) кристалів CsI(Na),
CsI(Tl) діаметром до 300 мм і NaI(Tl) діаметром до 500 мм, що вирощені безперервним методом на
установках "РОСТ". Виявлено ідентичні закономірності утворення об'ємних дефектів кристалічної структури.
Показано, що теплообмін у ростовій печі складається із трьох стадій. Визначено вплив конденсату розплаву
на загальний теплообмін та показано можливість управління кількістю конденсату на поверхні кристалу, як
швидкістю росту, так й зміною складу газової атмосфери в ростовій печі, що дозволяє керувати формою
фронту кристалізації в процесі росту. Виявлено, що при вирощуванні зливків максимального діаметру без
додаткової корекції температури бічного нагрівача концентрація активатора збільшується з довжиною
кристалу, що обумовлено збільшенням об'єму частини кристала, що занурена в розплав, через зростаючий
теплопереніс від бічної поверхні кристала до периферичної кільцевій ємності тигля. Експериментально
встановлено зв'язок температурної інерції системи "нагрівач - тигель - кристал" із габаритами кристалу, що



росте. Розроблено й впроваджено у виробництво для вирощування довгомірних кристалів нову двоконтурну
систему автоматичного керування процесом вирощування та новий алгоритм керування діаметром кристалу
з обмеженням температури донного нагрівача відповідно до стадій росту. Встановлено оптимальні
параметри вирощування, що дозволяють одержувати монокристали для виготовлення з них сцинтиляторів
довжиною до 550 мм із поліпшеною на 25% енергетичною роздільною здатністю (R=6,9%).

2. Complex investigation of growth processes of long-length (up to 300 mm) CsI(Na) and CsI(Tl) crystals up to 300
mm in diameter, and NaI(Tl) crystals up to 500 mm in diameter was realized in this work. All crystals were grown
by continuous method at "ROST" type setups. Similarities in a formation mechanism of volume defects of
crystalline structure were ascertained. It was demonstrated that heat exchange in growth furnace consist of three
stages. Influence of melt condensate on the general heat exchange was determined. The possibility to control
amount of condensate on the crystal surface by means of growth rate and change of growth atmosphere
composition was shown. It allowing one to control the crystal-melt interface shape during crystal growth process.
It has been found that at growth at maximal diameter ingots growth without additional temperature correction of
side heater activator concentration increases with crystal length. This phenomenon is caused by increase of
undermelt crystal volume due to intensification of heat transfer from crystal side surface to the periphery vessel of
the crucible. A dependence between thermal lag of the "heater-crucible-crystal" system and growing crystal
dimensions has been determined experimentally. A new double-circuit system of automated control above growth
process, and a new algorithm of crystal diameter control with limitation of bottom heater temperature in
correspondence with growth stage has been developed and introduced into industry of long-length crystal
growth. Optimal growth parameters were established, allowing one to obtain single crystals for fabrication of
scintillation elements with length 550 mm and improved by 25 % energy resolution (R=6,9%).
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